
パワ＝モジュ ー

SiC/GaNJtワーモジュールヘの採用により更なる小型•軽量化に貢献
Adopting to Power Control Module contributes to Further Miniaturization and Lightweight 

1 特 長 Advantage 

●優れた絶縁・放熱・耐熱・高密着のバワ ー モジュ ール用封止材
Excellent properties (insulation, heat dissipation, heat resistance, and adhesiveness) contribute to miniaturization and high performance.

高耐熱性 High Heat Resistance 高放熱性 High Heat Dissipation 

SiC/GaN 
対応材の開発
Development of 
Sic / GaN 
compatible material 

200℃処理後重量減少率
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HTRB試験後1-Vカ ーブ
1-V curve after HTRB test

高絶縁性 High Insulation Resistance 
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高熱伝導性 銀ベースト

焼結技術により更なる高熱伝導性を実現
Thermal Conductivity is Enhanced by Sintering Technology 

1 特 長 Advantage 

●豊富なラインナップ Various Lineups

・フルシンタリング
Full Sintering 

・ハーフシンタリング�
Partial Sintering 

� 加圧／無加圧、Air/N2雰囲気下等、プロセスに応じた対応が可能
Various processes are available-Press/Non-Press, Air/N2 

低銀含有率での高熱伝導、かつ、ベアチップ面への高密着を実現
High thermal conductivity with low silver content & high adhesion to bare Si chip 

0

0

 

0

0

 

2

1

 

M.
EI
N)
>1-＞＿
もnpuoo1e
E
X
1
U.

50 

15 

一
1800AC39W/mKl 
1291 (38W/mKl 

一
1290WB!lOW/mK) 1280(8W/mK) 

Smaller Larger 

Power module 
SiC, GaN IGBT 

Power module 
SiC, GaN MOSFET 
Si IGBT 

LF, RF-SiP 
Si, GaN Type 
High power LED 

↓ 
LF 
Si MOSFET 
High thermal PKG 

一

一 一

Die size 

お問合せ先 笠竺見E9n業部 7 
r E-ma;1, exh-lTM@ml.sum;be.co.jp "' 

＼こ／二／
電動化Electricl

0




